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Anordning vid implantat och/eUer detta tiUhSrande enhet samt fbrfarande fdr fram- 
stSllning av implantatet respektive enhetcn. 

Fdreliggande uppfeming avser en anordning vid implantat och/eller till implantatet 
hSrande enhet, tex. distanshylsa, avsedd eller avsedda att strScka sig i halupptagmng i 
kakben och genom kSkbenet tiUhSiande mjukvSvnad samt uppvisande ett eller flera 
ytterskikt i titandioxid. Uppfmningen avs«- Sven ett iKrferan<te fiir framstSltoing av 
implantatet respektive enheten. 

Implantat och distanshylsor eller genom mjukvavnad sig strackande enheter samt for- 
faranden £5r framstaUning av implantat och s§dana enheter inom det dentda omradet 
ar fbrut vSl kSnda pa den allmamm marknaden och genom beskrivningar i patentlitte- 
raturen och den allmtoi litteratuien. Flertalet kSnda implantat och enheter ar inrik- 
tade pa en allmSn strSvan att uppn& goda installationsresultat tiU rimliga kostnader. 
Det fereUgger saledes en aUmSn strSvan att mellan implantatet och kSkbenet och 
mellan det sig genom mjukvavnaden sig strackande partiet p& implantatet och/eller 
enheten och mjukvavnaden erhSlla en god och Sven estetiskt vSl fiingerande integra- 
tion som inte har tendenser att degenerera en tid efter installationen. Bl.a. har samma 
sSkanden som sSkanden till imievarande patentansokning iSmnat in svensk 
patentansokan 0301149-1 dSr framtradande god integration mdjliggjorts mellan bha. 
kakbenet och implantatet. Det hanvisas Sven till de samtidigt med denna 
patentansokan inlanmade patentansokningarna 

Det fereligger emellertid behov av att Snnu battre implantat och enheter samt forfa- 
randen fBr fiamstallning av implantaten och enhetema kan erhallas. Sa t.ex. ar det 
vasentligt att bentiUvaxten kan fbrbattras och snabbas upp i anslutning tiU implantat. 
Kravet korta installationstider ar framtradande och det blir allt svSrare &t patienter 
och behandlande personal att acceptem ISngt ntdragna behandlingsperioder. Det ar 
aven viktigt att god estetik kan uppratthSllas i det ISnga loppet och att god integration 
fdreligger fdr implantatets 6vre delar respektive enheten gentemot kakbenet och 
mjukvavnaden. 



Fdreliggande uppfituiing har till andamSl att l5sa bLa. denna problematik ooh utnyttjar 
insikten om att titandioxid skall kuiuia anordnas pa aktuell ytteryta eller aktuella 

ytterytor pa implantatet. I en foredragen utforingsform skall appliceringen ska medelst 
s,k. anodisk oxidation, som bygger pa i och f&r sig kant fi)rfarande enligt svenska 
patenten 9901974-7 och 0001202-K Denna kSnda oxidationsmetod har emellertid inte 
fbreslagits arbeta inom det kristallina omradet. Det hanvisas aven till JP 2000116673 
och JP 1 1033106, Kokubo et aL, som avser implantatmaterial som kan utnyttjas inom 
det kristallina omradet men huvudsakligen utanfor det dentala omradet. 

Det som mera konkret kan anses vara huvudsakligen kannetecknande for anordning 
enligt uppfinningen att respektive av det eller de inledningsvis onanamnda skikten 
skall besta av kristallin titandioxid som till vasentlig del eller helt intar fastillstSndet 
anatas. 

Vidareutvecklingar av uppfinningstanken upptar att fastillst&idet anatas skall fore- 
ligga till 70-100 % i ett eller fllera skikt. Skikten kan vidare uppvisa en medeltjocklek 
som ligger inom tjockleksomradet 0,05-10 fim, fbretradesvis 0,5-10 \im. I en 
utforingsform ar vSsentlig del eller vSsentliga delar av implantatets eller enhetens 
ytteryta eller ytterytor fbrsedd respektive forsedda med den kristallina titandioxiden 
som helt eller delvis intar fastillstSndet anatas. Harigenom kommer titandioxidskiktet 
enligt uppfinningen att stimulera en framtradande benledning och 
mjukvavnadsintegration. Den kristallina titandioxiden kan kompletteras med annan 
typ av bentillvSxtstimulerande medel, tex. BMP (Bone Morphogenetic Protein). 
Ytterligare utforingsformer av det nya implantatet firamgar av de efterfBljande 
undcrkraven till implantatet 

Det som huvudsakligen kan anses vaia kannetecknande f&r det nya fSrfarandet Sr att 
det utgores av ett anodiskt oxidationsfi>rfarande. I detta fBrfarande appliceras nSmnt 
eller nSmnda ytterskikt uppbSrande del eller delar av implantatet till spSnningssatt 
vatska eller elektrolyt, t.ex. svavelsyra och fosforsyra. Elektrolytsammansattningen 
och spSnningen i spSnningssattningen samt appliceringstiden i vStskan f&r aktuell del 
eller delar pa implantatet och/eller enheten vSljes sa att titandioxid, som till vSsentiig 



del eller belt antar fastillstandet anatas, bildas. Olika elektrolytsammansattningar 
samordnas med olika spanningssattningar. 

I en utforingsform vMljes spanningen med varden mellan 100-270 volt. Vid lagre 
spanningar blir titandioxidskiktet amorft och vid hogre spanningar okar mangden rutil 
i titandioxidskiktet 

Genom dot i ovanstaende f&teslagna erMlles en firamtifidande effektiv bentillvaxt- 
fimktion som ar fiirdelaktig bSde frSn onafattaingssynpunkt (kraftig bentillvaxt) och 
tidsynpunkt (snabb tillvSxt). Vidare ger skiktet(-n) mdjlighet till en effektiv mjukvav- 
nadsmtegration vid den del eller det parti som Sr motstallbart eller strScker sig genom 
mjukvavnaden. ImpIantatfiamstMlningen blir mycket fordelaktig eftersom redan i och 
fSr sig kanda metoder och fSrfaranden kan utnyttjas, Inga omkonstruktioner kravs pa 
sjglva implantats- eller enhetsuppbyggnaden och distributions- och hanteringsforfa* 
nuniden kan ingS i den inom det dentala omradet redan befintliga praxisen, LikasS kan 
sjalva installationsarbetet folja redan upprattade rutiner, med den skillnaden att 
bentillvaxten, mjukvavnadsintegrationen och snabbheten okas, Utplaceringama av 
skikten med namnda egenskaper kan ske pa hela eller utvalda partier pa implantatet 
om detta skulle vara onskvart. 

For narvarande foreslagna utfiJringsfonner av en anordning och ett forfarande vid 
framstallning av denna skall beskrivas i nedanstaende under samtidig hSnvisning till 
bifogade ritningar dSr 

figur 1 i vertikaivy visar principiellt ett implantat fbrsett med titandioxidskikt i 
anatas och applicerat i ett delvis visat kSkben , vilket skikt effektuaiar 
en i forh^lande till kand teknik dkad benledande formaga, 

figur 2 i vertikaivy visar ett fran installationsfallet enligt figuren 1 skilt 
installationsfall, 

figur 3 i vertikaivy visar delar av ett implantat i ett delvis visat kSkben samt en 
till implantatet horande genomforing eller enhet som stracker sig 



genom mjtikvavnad, varvid mjukvavnaden motstSUt(-da) parti(-er) p& 
enheten uppbSr titandioxidskikt i anatas. 
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figur4 fran sidan och prmcipiellt visar appUcering av titandioxid med 
fastiUstandet anatas pi ett implantat med hjalp av anodisk oxidation, 

figurS fr&i sidan och principiellt visar applicering av titandioxid med 
fastiUstandet anatas ph en till ett implantat hdrande enhet eller mjuk- 
vavnadsgenomfSring, och 

figure i diagramform visar skikttiocklek i beroende av utnyt^at spannings- 
varde. 

I enlighet med figuren 1 innefattar ett ben 1 ett principiellt angivet kSkben 2. Ovanpi 
15 kakbenet finns mjukvavnad 3. KSkbenet Sr initiate fbrsett med en hSlupptagning, 
vilken ar principiellt visad med 4. 1 halupptagningen Sr anordnat ett implantat 5 som 
kan utgoras av ett i och fbr sig kant slag. Implantatet kan si t.ex. innefatta en ytter- 
ganga 5a, medelst vilken implantatet ar iskruvbart i halupptagningen 4. Halupptag- 
ningen kan vara forgangad eller icke fdrgangad. Implantatet Sr Sven flirsett med ett 
20 6vre flansformat parti 5b som uppvisar en perifer yta 5b' som ar anordnad motstall- 
bart kakbenet vid dettas ovre delar 2a. Implantatet kan aven innefatta eller vara 
anslutet tiU en enhet elier mjukvavnadsgenomfBring 5c, vilken kan utgoras av eller 
fungera som distanshylsa. Pa mjukvavnadsgenomfdringen Sr implantatet avsett att 
uppbara en protetik som ar principiellt angiven med 6. KSkbenets mot partiet 5b 
25 vettande yta ar angiven med 2a' . 

Implantatet enligt figuren 1 ar pa hela eller delar av sin ytteryta forsett med ett tunt 
titandioxidskikt som belt eller delvis, fiSretradesvis vasentligt, intar kristallinfoimen 
anatas. Namnt anatas har visat sig ha kraftig bentillvaxt stimulerande effekt, vilket i 
30 figuren 1 illustrerats med bentillvaxten 7 som omger implantatet i de vasentUgaste 
delama av dess strackning. Axiatasskiktet har saledes gjort implantatytan benledande. 
Skiktets utformning ar nSimare beskriven i nedanstaende. I fallet enligt figuren 1 har 
titandioxiden icke applicerats pi eller vid implantatets 8vre delar, medfdrande att ett 



litet utrymme med mjukvavnad foreligger mellan partiet och kakbenet pa grand av en 
liten benresorption. Namnt uttymme 8, viiket normalt inte ar onskvart, bar visats i 
illustrativt syfte. 

Implantatet enligt utfSringsexemplet i figuren 2 kan ha samma gnmdkonstruktion 
eller gnmduppbyggnad som implantatet 5* i figuren 1. I detta fall bar implantatet 
titandioxid i fastilistSndet anatas endast vid sina ovre delar 5b' och 5c. Appliceringen 
av titandioxid i fastillstandet anatas har foranlett en kraftig bentillvaxt T i aktuellt 
omradeJamfiSr utrymmet 8 i figuren 1. Titandioxiden i fastillstSndet anatas kan Swe- 
des utnyttjas fSr att efFektivt undvika benresoiption i omrSdet enligt utrymmet 8 och 
darigenom fbrhindra benresorption och nedsjunknmg av mjukvSvnad enligt figuren L 
Detta garanterar f5r god estetik aven i det langa loppet Givetvis kan implantatet 5' 
enligt figuren 2 forses med titandioxid utefter hela ytterstrackningen pa implantatet. I 
detta fall har gven hdlupptagningen visats tydligare och angivits med 4\ De i figu- 
rema 1 och 2 visade arrangemangen utnyttjar saledes anatasskiktens bi^edande fiir- 
maga, vilken kan utokas vasentligt i f&rhallande till kSnd dental teknik. 

I figuren 3 visas en genora i mjukvavnaden 3 sig strackande enhet eller genom- 
fi>ringsdel 9. Enheten 9 uppvisar en langd L i hojdriktningen. Utefter en langd 1 som 
kan vara 2/3 L har enheten pa sin ytterytsdel 9a fSrsetts med ett tunt anatasskikt 10, 
dvs. med ett titandioxidskikt i fastillstSndet anatas. Pa den resterande delen 9b med 
langden V av ytterytan uppvisar enheten ett tunt titandioxidskikt som kan vara amorft 
rutilt eller i fastillstandet anatas. Namnda resterande ytterytsdel Sr riktad mot 
munhalan som ar symboliskt angiven med 10. 1 figuren 3 ar Sven symboliskt angivet 
med 11 ett oralt epitel som har en begrSnsad utbredning utefter ytan p& 
distansen/enheten/genomf&ringsdelen. BindvSvsomradet 12 strScker sig fiver den 
storre delen av omradet eller ytterytan 9a, 9b och motsvarar sfiledes ytterytan 9a 
utefter strSckningen L Genomfbringsdelen 9 kan vara integrerad med eller 
fastsmtningsbart anordnad pa kant satt till kSkbensimplantatet 13 viiket i figuren 3 ar 
applicerat i en haluppt^ning i kakbenet 2 pa motsvarande sStt som i 
utfBringsexemplet enligt figurema 1 och 2. GenomfSringsdelen &• Sven hSr anordnad 
att uppbSra en protetikSverbyggnad 14. 
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Figurema 4 och 5 avser att visa prindpen med anodisk oxidation, i vilken utnyttjas en 
behaUare 15 med vStska innehSllande en elektrolyt, tex. svavelsyra och fosforsyra i 
enlighet med den i de nSmnda patentpubUkationema angivna teknik^i. I ett anod- och 
katodanangemang utgor implantatet en anod 16 och en kontaktenhet i en katod 17. 
5 Implantatet har beteckningen 18 och Sr belt eller delvis neddoppat i elektrolyten 19. 
Anoden och katoden ar anslutna till plus- respektive minuspolen i en spanningskSlla 
som ar symboliserad med 20. Spanningskallan kan innefatta reglerorgan av kSnt slag 
for att spanningen mellan anoden/implantatet och den i elektrolyten belagna katoden/ 
/kontaktenheten eventuellt skall kunna varieras. Saledes kan spanningen U vid en viss 

10 sammansattnmg pa elektrolyten varieras eller instSllas till ett fersta varde inom 100- 
270 volt. FSreligger en annan sammansSttning pi elektrolyten sker installning till ett 
andra vMrde som kan ligga inom angivet omrade, dvs. mellan 100-270 volt, fbr att 
man pa aktuell(-a) ytteryta(-or) skaU eihaUa ett titandioxidskikt enligt ovanstSende 
som antar kristallint fastillstand 7" anatas. Implantatet 18 kan paverkas i pilamas 20 

15 riktningar och det inses att titandioxidskiktet kan varieras med avseende pi tjocklek 
och fastillstSnd i beroende av stymingar av spanningsvardet medelst nSnmda regler- 
eller instSlhiingsorgan och forskjutningar av implantatet i pilamas 20 riktningar. Aven 
doppningstiden av ytan eller ytdelama ar bestammande for titendioxidskiktets 
uppbyggnad. 

20 

Figuren 5 visar fallet dar en mjukvavnadsgenomfSring eller enhet 1 belSgges med 
titandioxidskikt i fastillstandet anatas belt eller delvis med utrustning motsvarande 
den i figuien 4. 1 fSreliggande exempel Sr undre delar (jamflir 9a i figuren 3) neddop- 
pade eller applicerade i vStskebadet eller elektrolyten 19. I Svrigt fimgerar arrange- 
25 mangen enligt figurema 4 och 5 pa varandra motsvarande satt. 

I figuren 6 visas dels hur tjockleken T kan variem i beroende av qpanningen U fSr en 
viss doppningstid och vid given elektrolyt. Skikttjocklekens beroende av bl.a. span- 
ningen bar visats med kurvan 17. Dessutom har i diagrammet angivits en f3rsta spSn- 
30 ningspunkt Ul dar fastillstandet anatas intrader for skiktet Qamt6r 7), medan U2 
indikerar spanningen dar fastillstandet ratil intrader. 
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Titandioxidskiktets tjocklek kan vSljas inom omr&det 0,05-10 ^m, tex. 0.5-10 pm. 
Anatas fdreligger till 70-100 % i respektive aktuella skikt. Unplantatet och/eller mjuk- 
vavnadsgenomfdringen uppvisar sSledes parti eller partier motstallbart anordnade mot 
kakbenet och/eller mjukvavnaden. Respektive motstSJlbara parti kan vara ^gMtt 
5 eller g§ng-, sp^r- eller monsterfbrsett. Olika skikt kan vara belEgna pa lokalt skilda 
stallen eller ovanp& varandra. 

F5r att komplettera anatasens benledande och mjukvavnadsintegrerande egenskaper 
kan titandioxidskiktet i anatas pafiiras tilWaxtstimulerande substans(-er), t.ex. BMP 
1 0 som bar beninducCTande ^nskaper. 

Uppfinningen St inte begySnsad till den i ovanstSende sasom exempel visade utfo- 
ringsformen utan kan underkastas modifikationer inom ramen fBr efterfbljande pafent- 
krav och uppfinningstanken. 

15 



PATENTKRAV 



L Anordning vid implantat (5, 13) och/eller till implantatet hSrande exihet (9), 
t.ex. distanshylsa, avsedd eller avsedda att stracka sig i halupptagning (4') i kSkben 
5 (2) och genom kakbenet tillhorande mjukvavnad (3) samt uppvisande ett eller flera 
ytterskikt bestaende av i huvudsak titandioxid, kannetecknad darav, att 
respektive skikt bestSr av kristallin titandioxid som till vgsentlig del eller helt intar 
fastillstSndet anatas. 

10 2* Anordning etxligt patentkravet 1, kSnnetecknad dSrav, att anatas 
flJreligger till 70-100 % i respektive skikt (7). 

3. Anordning enligt patentkravet 1 eller 2, kannetecknad darav, att 
respektive skikt uppvisar en tjocklek inom tjockleksomradet 0,05-10 jim, foretrSdes- 

15 vis 0,5-10 jim. 

4. Anordning enligt patentkravet 1, 2 eller 3, kannetecknad darav, att 
vasentliga delar av implantatets och/eller enhetens ytteryta eller ytterytor ar jf6rsedd 
respektive forsedda med den kristallina titandioxiden som vasentligen intar fastill- 

20 standet anatas. 

5- Anordning enligt nagot av patentkraven 1-3, kannetecknad darav, att 
en eller flera delytterytor pa implantatet och/eller enheten Sx forsedd respektive for- 
sedda med den kristalKna titandioxiden som vgsentligen intar fastiUstSndet anatas. 

25 

6. Anordning enligt nagot av patentkraven 1-5, kSnnetecknad darav^ att 
implantatet innefattar och/eller enheten bestar av eller innefattar ett mjukvavnaden 
motstallbart parti som ar anordnat att medelst sitt eller sina kristallina titandioxidskikt 
i fastiUst&idet(-n) anatas Sstadkomma fi^mtradande eller god 
30 mjnkvavnadsintegration. 



7, Anordning enligt nagot av patentkraven 1-6, kannetecknad darav, att 
respektive titandioxidskikt i det kristallina fastiUstandet anatas uppbar beninducering 



stimulerande medel^ t.ex. BMP och/eller mjukvavnadsintegration (ytterligare) 
stimulerande medeL 

8. Anordning enligt nagot av foregaende patentkrav, kannetecknad darav, 
att pa implantatet och/eller enheten belagen ytterganga ar forsedd med ytskikt av 
kristallin titandioxid som vasentligen intar fastillstandet anatas. 

9. Anordning enligt nagot av foregaende patentkrav, kannetecknad dSrav, 
att det mjukvavnaden motstMllbart(-a) parti(-er) pa implantatet och/eller enheten inne- 
fattar gangfii ytteryta. 

10. Anordning enligt nagot av foregaende patentkrav^ kgnnetecknad dSrav, 
att det genom mjukvavnaden sig strSckande partiet eller yta (9a) Sr belagt eller 
belagda med skikt i kristallint titandioxid i fastillstandet anatas pS t.ex. ca 2/3 av sin 
iSngd och att resterande langddel eller yta (9b) av partiet som utgor fran implantatet 
riktad del kan vara huvudsakligen amorft, rutilt eller ocksa i fastillstandet anatas och 
att langddelen med anatas Si samverkbar med mjukvavnaden i bindvavsomradet (12). 

IL Forfarande for framstallning av dentalt implantat (5, 13) och/eller till detta 
horande enhet (9) med ett eller flera ytterskikt i titandioxid, kannetecknat 
darav, att det utgores av ett anodiskt oxidationsforfarande dSr namnt eller namnda 
ytterskikt uppbSrande del eller delar appliceras till spanningssatt vatska (10) eller 
elektrolyt, t*ex. innefattande svavelsyra och fosforsyra, samt spanningen (U) i 
spSnningssattningen och appliceringstiden fiir delen eller delama i vatskan eller 
elektrolyten vaijes s& att titandioxid, som till vSsentlig del eller helt intar kristallint 
fastillstSnd anatas, bildas. 

12. Ffirfarande enligt patentkravet 11, kannetecknat dSrav, att fSr en given 
eller fbrutbestSmd fiJrsta koncentration av elektrolyten spanningen (U) vaijes med ett 
fdtstsi varde inom omradet 100-270 volt, och att vid en annan koncentration eller 
sammansattning av elektrolyten spanningen vaijes med ett andra varde, osv. 



13. FSrfarande enligt patentkravet 1 1 eller 12, kannetecknat darav, att den 
kristallina titandioxiden kompletteras med ett tiilvaxt stimulerande medel, tex, BMP, 
och/eller atgard. 
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SAMMANDRAG 

Ett implantat (5, 13) och/eller en till implantatet horande enhet (9), t^ex. distanshylsa, 
ar avsedd eiler avsedda att stracka sig i halupptagning (4') i kakben (2) och genom 
5 kakbenet tillhorande mjukvSvnad (3) samt uppvisa ett eller flera ytterskikt av i 
huvudsak titandioxid. Respektive skikt bestar dSrvid av kristallin titandioxid som till 
vasentlig del eller belt intar fastillstSndet anatas. Uppfiimingen avser aven ett 
fbrfarande fSr framstailning av sMmt dentalt implantat (5, 13) och/eller till detta 
hSrande enhet (9) som uppvisar ett eller flera ytterskikt i titandioxid. FSrfarandet 

10 utgdres av ett anodiskt oxidationsfiirfarande dar ytterskiktet(-n) uppbSrande del eller 
delar £5)pliceras till spanningssatt elektrolyt, t.ex. innefattande svavelsyra och 
fosforsyra, samt spSnningen (U) i spanningssSttningen och appliceringstiden fiJr delen 
eller delama i elektrolyten vMljes sh att titandioxid, som till vSsentlig del eller belt 
intar kristallint festillstSnd anatas, bildas* Framtradande benledning och 

1 S mjukvavnadsintegration kan pa sa vis nppnas. 
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